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5 totodatd in stratul din semiconductorii A"'BY este
format un strat defect, in care timpul de viatd a
purtatorilor de sarcind minoritari este minim.
Stratul defect este plasat la o distanta de la
suprafata stratului semiconductor nu mai mare
decat lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile.
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Inventia se refera la fotoreceptori cu semiconduc-

tori, 1n special la receptori de radiatie ultravioletd
si poate fi utilizata in sisteme optoelectronice de
determinare a intensitatii i dozei de radiatie
ultravioletd emisd de Soare sau de alte surse de
lumina. 10

Esenta inventiei consta in aceea ca fotorecep-
torul de radiatie ultravioletd pe baza structurilor
cu barierd de potential superficiald contine un strat
din semiconductori A™B", un strat de oxid propriu
tunel transparent, si un strat de SnO, sau ITO,
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Descriere:

Inventia se referd la fotoreceptori cu semiconductori, n special la receptori de radiatie ultravioleta si

poate fi utilizata in sisteme optoelectronice de determinare a intensitatii si dozei de radiatie ultravioletd
(UV) emisa de Soare sau de alte surse de lumina.

Sunt cunoscuti fotoreceptori de radiatie ultravioletd cu barierda de potential superficiald pe baza
semiconductorilor A"BY, solutiilor lor solide si SnO, sau ITO cu heterojonctiune izotipa superficiala [1].
Acesti fotoreceptori nu exclud complet influenta radiatiei vizibile si infrarosii la formarea fotocurentului.

Problema pe care o rezolva inventia este crearea unui fotoreceptor sensibil numai la radiatia
ultravioleta.

Conform inventiei, problema se solutioneaza datoritd faptului ca in fotoreceptorul de radiatie
ultravioleta pe baza structurilor cu bariera de potential superficiala ce contine un strat din semiconductori
A"BY, un strat de oxid propriu tunel transparent, si un strat de SnO, sau ITO, in stratul din
semiconductori A™BY este format un strat defect, in care timpul de viatd a purtitorilor de sarcini
minoritari este minim, stratul defect fiind plasat la o distanta de la suprafata stratului semiconductor nu
mai mare decat lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile.

Acest lucru poate fi obtinut prin crearea in semiconductorul A"'BY, la o distantd de la suprafata mai
mica ca lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile si infrarosii, a unui strat defect, ce este caracterizat de o
concentratie majord a defectelor retelei cristaline, care servesc drept centre de recombinare pentru
purtatorii de sarcind minoritari, i ca rezultat, timpul de viata a acestora este minim. Astfel, purtatorii de
sarcind generati de radiatia vizibild si infrarosie in volumul semiconductorilor A"BY vor recombina in
stratul defect si, prin urmare, nu-si vor aduce aportul la formarea fotocurentului. Acest fapt determina

Rezultatul consta in micsorarea considerabild a timpului de viatd a purtatorilor de sarcind minoritari
generati de radiatia vizibila si infrarosie.

Inventia se explicd prin desenul din figurd, ce reprezinta structura diagramei energetice a
fotoreceptorului de radiatie ultravioletd. Ea constd din semiconductorul A"BY 1 cu banda energetica
interzisa Eg,, stratul defect 2, stratul SnO, 3 cu banda energetica interzisa Eg,, stratul de sarcina spatiala 4
si un strat subtire de oxid propriu 5, ce apare inevitabil in procesul formarii structurii. Radiatia optica cu
energia hv < Eg, patrunde in structura prin stratul frontal 3. Radiatia ultravioletd de inalta energie este
absorbita in regiunea 4, generand purtatori de sarcind, ce sunt separati de bariera de potential superficiala.
Radiatia vizibila si infrarosie este absorbitd in volumul semiconductorului ABY, adica in regiunea 1.
Purtatorii de sarcind minoritari, generati in stratul 1, nu pot ajunge la bariera de potential superficiala din
cauza timpului de viatd minim in stratul defect 2, unde are loc recombinarea lor. Ca rezultat, acesti
purtatori nu-si aduc aportul la formarea fotoraspunsului. Astfel, fotocurentul senzorului este proportional
numai cu intensitatea radiatiei UV.

Exemplu de realizare a inventiei

Intr-un substrat nGaAs 1, prin metoda implantarii ionilor N* cu energia 630 keV si doza 10" cm™,
este creat un strat implantat, caracterizat de prezenta a doua regiuni - regiunea slab defectatd, plasata in
apropierea suprafetei cristalului, si regiunea puternic defectata, plasata in volumul cristalului, care este
numitd strat defect 2. Implantarea este urmatd de un tratament termic la temperatura T=600°C.
Tratamentul termic restabileste proprietatile cristalografice si electrofizice ale regiunii slab defectate,
astfel incét ele practic nu diferd de cele ale cristalului initial A"BY (J. Miao, 1. Tiginyanu, H. Hartnagel et
al. “The characteristics of high-resistance layers produced in n-GaAs using MeV-nitrogen implantation
for three-dimensional structuring”, Appl. Phys. Lett. 70(7), p. 847-849, 1997).

Prin metoda pirolizei acetilacetonatului de staniu, pe partea frontala a substratului nGaAs, se depune
un strat SnO, 3 cu o grosime de 50 nm. Contactele metalice sunt formate prin evaporarea termica in vid a
metalelor Cr si Ni. Fotoreceptorul confectionat are o sensibilitate practic nula pentru domeniul spectral A
> 0,4 um.
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(57) Revendicare:
Fotoreceptor de radiatie ultravioletda pe baza structurilor cu barierd de potential superficiala ce

contine un strat din semiconductori A"BY, un strat de oxid propriu tunel transparent, si un strat de
SnO, sau ITO, caracterizat prin aceea ca 1in stratul din semiconductori A"BY este format un strat
defect, 1n care timpul de viata a purtatorilor de sarcind minoritari este minim, stratul defect fiind plasat la
o distanta de la suprafata stratului semiconductor nu mai mare decat lungimea de absorbtie a radiatiei
vizibile.
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strat defect ;
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NRY OP  SnO, (ITO)

1 - semiconductor cu bandd energetica Ey; 2 - strat defect;
3 - semiconductor cu banda energeticd Ey; 4 - strat de sarcind spatiala;
5 - oxid propriu.

Fig. 1



	Date Bibliografice
	Rezumat
	Descriere
	Revendicări
	Referinţe bibliografice
	Figuri

